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Представлены особенности проведения плазмохимического удаления пластмассового корпуса мик-
росхемы на установке PlasmaEtch фирмы Nissene Technology Group. Приведены результаты по оп-
тимизации режима плазмохимического травления для сохранения проволочных выводов и поверхно-
сти кристалла микросхемы.
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В 2018 г. в Государственном центре «Белмикроанализ» ОАО «ИНТЕГРАЛ» была запущена в 
эксплуатацию система плазменной декапсуляции корпусов интегральных микросхем PlasmaEtch
фирмы Nissene Technology Group. Новейшая система PlasmaEtch фирмы Nissene Technology Group это 
революционно новая система плазменного травления. В основе работы установки используется эф-
фект микроволновой стимуляции газа для создания радикалов, обеспечивающих равномерное трав-
ление. Система работает с любым типом образцов, компаундов и материалов соединительных прово-
дов. 

При использовании рекомендованных производителем стандартных режимов плазмохимиче-
ского травления были выявлены некоторые проблемы, а именно:

1) утонение проволочных выводов в верхней точки проволочной петли;
2) подтравление пассивирующего диэлектрика на поверхности кристалла микросхемы. 
Решение этих проблем потребовало тщательного подбора соотношения газов рабочей смеси 

при плазмохимическом травлении. В результате для первого этапа декапсуляции — травления пла-
стика корпуса до появления выводов были выбраны следующие параметры:

▪ расход аргона 130 см3/мин;
▪ расход хладона 14 (СF4) 20 см3/мин;
▪ расход кислорода 50 см3/мин;
▪ мощность генератора 60 Вт.

В момент появления открытых участков проволочных разварочных выводов следует уменьшить 
мощность генератора, а также уменьшить суммарный расход рабочей смеси в камере. Скорость уда-
ления материала пластика корпуса уменьшается, но при этом значительно замедляется ионное рас-
пыление материала выводов. 

При появлении открытых участков кристалла необходимо значительно сократить расход хла-
дона 14, травление остатков пластика проводится в атмосфере кислорода, мощность генератора плаз-
мы также следует уменьшить.

На рисунке представлено фото декапсулированной с помощью плазмо-химического травления 
микросхемы. Здесь видно, что все 49 проволочных соединений сохраняют свою целостность,
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отсутствует деформация и истончение проволоки. Поверхность кристалла также осталась 
неповрежденной: нет вытравливания топологического рисунка, а также выколов и микротрещин.

Фото поверхности кристалла с сохраненными проволочными соединениями (50х)

Полученные результаты указывают на то, что выбранные режимы позволили успешно провести 
декапсуляцию прибора без повреждения проволочных выводов и поверхности кристалла микросхе-
мы. Модернизация метода плазменного декапсулирования позволила, в частности, проводить про-
верку качества разварки контактных площадок микросхем, собранных в пластмассовые корпуса.
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Features of application of plasma decapsulation for failure analysis of integrated circuits

The paper presents the features of plasma-chemical removal of the plastic case of the chip using the PlasmaEtch instal-
lation. The results of optimization of the plasma-chemical etching mode for the preservation of wire leads and the sur-
face of the micro-circuit crystal are given.
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